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Электрические характеристики полевого транзистора
на основе пентацена

Е.В. Терещенко
Томский государственный университет, г. Томск

В настоящее время полупроводниковые приборы на основе органиче-
ских материалов бурно развиваются. Такое стремительное развитие связано
с низкой стоимостью исходных веществ и используемых технологий [1].
Одним из часто используемых материалов является пентацен [2]. Пентацен
– это полициклический ароматический углеводород, молекула которого со-
стоит из пяти выстроенных в линию бензольных колец. Морфология по-
верхности пленок пентацена имеет сложную форму, которая зависит от ти-
па подложки и условий нанесения. В рамках данной работы форма кри-
сталлов пентацена представляет собой пирамиды высотой до 50 нм, кото-
рые имеют сложную форму основания.

Исследуемая структура была создана на стеклянной подложке. Элек-
трические контакты из ITO, нанесенного на поверхность стекла, формиро-
вались методом лазерной гравировки. Контакты имели следующие харак-
теристики: длина 3 мм и расстояние между контактами 50 мкм. Затем ме-
тодом термовакуумного напыления были нанесены пентацен толщиной
30 нм, а затем LiF толщиной 280 нм. Контакт затвора был выполнен из
алюминия (Al) и имел толщину 150 нм, напыление было осуществлено че-
рез теневую маску.  Исследуемая структура имела выходную характери-
стику, представленную на рис. 1, б.

а б

Рис. 1. Структура органического транзистора с использованием LiF разной тол-
щины 280 нм (а). Толщина затворного электрода (Al) 150 нм; выходная характе-
ристика лабораторного органического транзистора на основе пентацен+ LiF при
включении с общим стоком (б)
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Проанализировав рис. 1, б, можно сделать вывод, что для этой структу-
ры наблюдается полевой эффект и ВАХ имеет типичный вид для транзи-
сторной характеристики. Имеется область значительного изменения тока
на сток – истоке при разных напряжениях на затворе в пределах от 0 до
−20 В, которая сменяется областью насыщения после превышения напря-
жения −20 В и ток на стоке изменяется от –1 до –4 мкА.
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